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	Гетероструктуры на основе соединений AIII–BV, в частности GaAs/AlAs, представляют значительный интерес для исследований оптических и спиновых свойств полупроводниковых систем. Благодаря прямой ширине запрещённой зоны и высокой эффективности излучательных процессов такие структуры широко используются для изучения фотолюминесценции и различных механизмов рекомбинации носителей заряда [1].
	В данной работе исследуется фотолюминесценция, возникающая при переходе электронов из зоны проводимости на акцепторные уровни в гетероструктурах GaAs/AlAs. Особое внимание уделяется линейной поляризации излучения и её зависимости от внешнего магнитного поля и концентрации фоновых примесей. Экспериментальные исследования проводились на двух гетероструктурах GaAs/AlAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (110). Измерения фотолюминесценции выполнялись при низкой температуре (T ≈ 1,7 K) в магнитных полях до 10 Тл. Для возбуждения использовалось лазерное излучение с энергией фотонов выше энергии запрещённой зоны. Анализ спектров показал наличие линии фотолюминесценции, соответствующей переходу зона–акцептор. Было установлено, что характер поляризации излучения существенно зависит от концентрации акцепторных примесей в структуре. В образцах с низкой концентрацией примесей линейная поляризация фотолюминесценции в отсутствии магнитного поля практически не наблюдается. Однако при приложении поперечного магнитного поля возникает выраженная линейная поляризация излучения. В образцах с более высокой концентрацией акцепторов линейная поляризация наблюдается уже в нулевом магнитном поле. Данный эффект объясняется анизотропией кристаллической структуры и влиянием гетероперехода на локальные состояния акцепторов, расположенных вблизи интерфейса. При увеличении магнитного поля происходит изменение ориентации и степени поляризации фотолюминесценции. Для объяснения экспериментальных результатов была предложена теоретическая модель, учитывающая зеемановское расщепление энергетических уровней электронов и дырок, квантово-размерное осевое расщепление, а также внутриплоскостную анизотропию. Расчёты показали хорошее согласие с экспериментальными зависимостями степени линейной поляризации от магнитного поля.
	Таким образом, было показано, что линейная поляризация фотолюминесценции перехода зона–акцептор в гетероструктурах GaAs/AlAs определяется совместным влиянием концентрации акцепторных примесей, структурной анизотропии и внешнего магнитного поля. Полученные результаты могут быть использованы для исследования энергетической структуры акцепторных уровней и оптических свойств полупроводниковых гетероструктур.
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